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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

光実装プロセスにおけるSiN系光導波路形成のために、電子線描画法による導波路
パターンの形成プロセスを行った。更に、素子の薄膜化のためにイオンミリング法
による薄膜化プロセスの検討を行った。

実験
Experimental

導波路パターンの形成においては、surpass-4000と呼ばれる密着材を用い、感光
材としてはma-N2403と呼ばれる材料を用いてプロセスを行った。密着材の塗布条
件として、塗布の回転速度とベーク温度を変えてプロセスの最適化を行った。また、
感光材の塗布・露光・現像条件として、塗布の回転数とベーク温度、露光のドーズ
量、現像の時間と攪拌プロセスについて最適化を行った。

結果と考察
Results and Discussion

表１に電子線描画プロセス条件を示す。密着材の塗布条件としては110℃90秒、露
光量はパターンの寸法に合わせての最適化が必要で、露光後ベークとして110℃90
秒が、現像時間は30秒が、最適なプロセス条件であり、密着性の確保と残渣の低減
が実現された。
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表１ 電子線描画プロセス条件



図・表・数式 2
Figures, Tables and

Equations 2

図１ 試作されたSiN光導波路
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